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ХuМrărТТ К ПШst prШpusă НТКРrКmК МШЧПТРurК ТШЧКХă К ЧТЯОХОХШr КНсЧМТ МО 
КpКr ьЧ urmК НШpărТТ Мu МrШm. 
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Recently, narrow band Pb1-xCdxTe semiconductors have gained a special 
interest, because they are used to construct IR detectors. In this work is 
presented a complex study of the transport phenomena in Pb1-xCdxTe:Ga 
crystals and the analysis of their parameters.  

 
ÎЧ ХОРătură Мu pОrspОМtТЯОХО КpХТМărТТ prКМtТМО К МШmpuşТХШr PЛTО Т CНTО 

Д1Ж, ьЧ uХtТmuХ tТmp К МrОsМut ТЧtОrОsuХ pОЧtru sОmТМШЧНuМtШrТТ tОrЧКrТ Мu 
ЛКЧНК ьЧРustă PЛ1-xCdxTО Д2,3Ж, КХО МărШr ЛКЧНă ТЧtОrгТsă pШКtО ПТ КНusă pсЧă 
ХК гОrШ, prТЧ sМСТmЛКrОК МШЧţТЧutuХuТ НО CН. AМОstО mКtОrТКХО au un domeniu 
ХКrР НО utТХТгКrОμ ШptШОХОМtrШЧТМК ТЧПrКrШşТО, ХКsОrОХО, НОtОМtШКrОХО, sОЧsТЛТХО ХК 
rОРТuЧОК spОМtrКХă 3÷5 m. SМШpuХ ХuМrărТТ МШЧstă ьЧ stuНТul complex al 
ПОЧШmОЧОХШr НО trКЧspШrt КХО МШmpuşТХШr tОrЧКrТ PЛ1-xCdxTО НШpК Т GК Т ьЧ 
НОtОrmТЧКrОК pКrКmОtrТХШr НО ЛКгă КХО КМОstШrК. 

Din cristalele Pb0,9Cd0,1Te:Ga <0,5> de-a lungul lingoului au fost 
tăТКtО НТsМurТ, Мu ЧumăruХ rОspОМtТЯ pШгТ ТОТ, НТЧ МКre Кu ПШst ШЛ ТЧutО 
prШЛО ьЧ ПШrmă НО pКrКХОХТpТpОН. Cu КУutШruХ sШЧНОТ tОrmТМО s-au deter-
mТЧКt tТpurТХО НО МШЧНuМtТЛТХТtКtО Д4Ж. Cu КУutШruХ ТЧstКХКţТОТ МШmpХОбО 
Кu ПШst măsurКtО НОpОЧНОЧ ОХО МШОПТМТОЧtuХuТ HКХХ (RH) Т К МШЧНuМtТ-
ЛТХТtă ТТ (σ) de temperКtură. ÎЧ ЛКгК rОгuХtКtОХШr ШЛ ТЧutО Кu ПШst 
МКХМuХКtО МШЧМОЧtrК ТК purtătШrТХШr НО sКrМТЧă (n) Т mШЛТХТtКtОК (μ) lor.  

MКТ ьЧtсТ Кu ПШst МОrМОtКtО МrТstКХОХО PЛTО ЧОНШpКtО. DОpОЧНОЧ ОХО НО 
tОmpОrКtură КХО МШОПТМТОЧtuХuТ HКХХ pОЧtru p – PЛTО Т Ч – PbTe sunt pre-
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гОЧtКtО ьЧ FТР.1. ÎЧ МrТstКХОХО НО tТp Ч МШЧМОЧtrК ТК ОХОМtrШЧТХШr ХК tОmpe-
rКturТ УШКsО ОstО prКМtТМ МШЧstКЧtă, ьЧsă ХК T > 300K, RH pu ТЧ sО mТМ Ш-
rОКгă, ТКr n МrО tО. ÎЧ МrТstКХОХО НО tТp p, Мu МrО tОrОК tОmpОrКturТТ, sО ШЛ-
sОrЯă МrО tОrОК МШeficientului Hall, ceea ce corespunde mТМ ШrărТТ МШЧ-
МОЧtrК ТОТ РШХurТХШr. ÎЧsă КМОКstă МrО tОrО RH sО НКtШrОКгă prОгОЧ ОТ ьЧ 
PЛTО К НШuă ЛОЧгТ НО ЯКХОЧ ă Мu mКsОХО РШХurТХШr НТПОrТtО Т mШbilită ile 
diferite, respectiv. La redistribuirea РШХurТХШr ьЧtrО КМОstО НШuă ЛОЧzi cu 
МrО tОrОК tОmpОrКturТТ uЧ rШХ НОПТЧТtТЯ УШКМă mărТmОК mШЛТХТtă ТТ, МКrО МК 
rОгuХtКt НuМО ХК mТМ ШrКrОК МШОПТМТОЧtuХuТ HКХХ МШЧПШrm expressiei  
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CКХМuХОХО pШгТ ТОТ ЧТЯОХuХuТ FОrmТ, pОЧtru МrТstКХuХ НО tТp Ч (n = 
1,3·1017 cm-3 ХК 80 K), КrКtă Мă ОХ КrО ЯКХШКrО pШгТtТЯă (ЧТЯОХuХ FОrmТ sО 
КПХă ьЧ ЛКЧНК НО МШЧНuМ ТО) pО ьЧtrОКРК РКmă НО tОmpОrКturТ, ьЧsă Мu 
МrО tОrОК T mărТmОК ОЧОrРТОТ FОrmТ sМКНО. AМОКstК ТЧНТМă НОРОЧОrКrОК 
gazului electronic, care, pe de o parte, ОбpХТМă ТЧНОpОЧНОЧ К МШЧcentra-
ТОТ ОХОМtrШЧТХШr НО tОmpОrКtură, pО НО КХtă pКrtО, suЛХТЧТКгă ПКptuХ Мă 

odată Мu МrО tОrОК T РrКНuХ НО НОРОЧОrКrО sО mТМ ШrОКгă. PОЧtru МrТsta-
lul de tip p, Мu МШЧМОЧtrК ТК purtătШrТХШr НО sКrМТЧă Т mКТ mКrО НОМсt ьЧ 
МrТstКХuХ НО tТp Ч, НОРОЧОrКrОК РКгuХuТ ОХОМtrШЧТМ ОstО mКТ putОrЧТМă.  

 

  
FТР.1. DОpОЧНОЧ К RH de 

temperatură ьЧ МrТstКХОХО PЛTО НО 
tТp p Т Ч 

Fig.2. DОpОЧНОЧ К mШЛТХТtă ТТ  
НО tОmpОrКtură ьЧ PЛTО  

НО tТp p Т n 
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 ÎЧ FТРurК 2 suЧt rОprОгОЧtКtО НОpОЧНОЧ ОХО НО tОmpОrКtură КХО mШЛТ-
ХТtă ТТ. ÎЧМХТЧКrОК РrКПТМuХuТ pОЧtru КmЛОХО tТpurТ НО МrТstКХО ОstО prКМtТМ 
uЧК Т КМООК Т. CШЧПШrm НОpОЧНОЧ ОТ НО putОrО  з T , valoarea 
МШОПТМТОЧtuХuТ  ЧОРКtТЯă ОstО НОtОrmТЧКtă НО ьmpră tТОrОК purtătШrТХШr 
НО sКrМТЧă pО ПШЧШЧТТ КМustТМТ, ТЧсЧН МШЧt НО НОpОЧНОЧ К НО T a masei 
efective.  

 ÎЧ Tabelul 1 sunt prezentate МШЧМОЧtrК ТК n, conductibilitatea σ Т 
mobilitatea μ ьЧ МrТstКХОХО Pb0,9Cd0,1Te:Ga <0,5>. 

Tabel  
Parametrii cristalelor Pb0,9Cd0,1Te:Ga <0,5> 

  

 

PО FТРurТХО 3 Т 4 suЧt prОгОЧtКtО НОpОЧНОЧ ОХО НО tОmpОrКtură КХО 
МШЧНuМtТЛТХТtă ТТ Т КХО mШЛТХТtă ТТ ьЧ МrТstКХОХО Pb0,9Cd0,1Te:Ga<0,5>. Cu 

Cristal 80 K 280 K 

Nr. 
crt 

Tip n, cm-3 σ, (Ω ∙ 
cm)-1 

, Мm2/V ∙ 
s 

n, cm-3 σ, (Ω ∙ 
cm)-1 , Мm2/V ∙ s 

3 n 5,4·1016 0,001 0,12 5,6·1016 0,003 0,36 

8a  p 4,6·1019 2700 391 4,3 ·1019 698 104 

11a  p 9,0·1019 3400 248 8,3·1019 579 44 

Fig.3. DОpОЧНОЧ К НО tОmpe-
rКtură К МШЧНuМtТЛТХТtă ТТ 

ОХОМtrТМО ьЧ МrТstКХОХО 
Pb0,9Cd0,1Te:Ga <0,5> de tip 
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Fig.4. DОpОЧНОЧ К НО 
temperatură К mШЛТХТtă ТТ ьЧ 
cristalele Pb0,9Cd0,1Te:Ga 
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МrО tОrОК tОmpОrКturТТ sО ШЛsОrЯă Ш sМăНОrО К МШЧНuМtТЛТХТtă ТТ pОЧtru 
prШЛОХО НО tТp p Мu МШЧМОЧtrК ТК РШХurТХШr ьЧКХtă, МООК МО ьЧsОКmЧă Мă 
rШХuХ НО ЛКгă ьХ УШКМă НОpОЧНОЧ К μ(T). ÎЧ МrТstКХuХ НО tip n, cu 
МШЧМОЧtrК ТК ОХОМtrШЧТХШr УШКsă, НОpОЧНОЧ К МШЧНuМtТЛТХТtă ТТ НО 
tОmpОrКtură КrО uЧ МКrКМtОr КМtТЯКЧt Т ОЧОrРТК НО КМtТЯКrО, НОtОrmТЧКtă 
ьЧ rОРТuЧОК НО tОmpОrКturТ mКТ mКrТ НО 160 K, ОstО ОРКХă Eg = 0,16 eV, 
МО МШrОspuЧНО Хă ТmТТ ЛОЧгТТ ТЧtОrгТsО.  

 După КЧКХТгК tuturШr rОгuХtКtОХШr ОбpОrТmОЧtКХО, МШЧМХuгТШЧămμ 
 De-a lungul lingoului Pb0,9Cd0,1Te:Ga sО ШЛsОrЯă ЯКrТК ТК tТpuХuТ 

НО МШЧНuМtТЛТХТtКtОμ НО ХК tТp Ч ХК ьЧМОputuХ ХТЧРШuХuТ pсЧă ХК tТp p ХК 
МКpăt. RОгuХtă Мă ХК ьЧМОputuХ ХТЧРШuХuТ КЯОm ОбМОs НО pКrtОК mОtКХТМă 
(CН), НО uЧНО sО ЯОНО, Мă pОЧtru CН МШОПТМТОЧtuХ НО sОРrОРКrО κ > 1. 

 CШЧМОЧtrК ТК ОХОМtrШЧТХШr ХК ьЧМОputuХ ХТЧРШuХuТ ОstО mКТ mТМă 
НОМсt МШЧМОЧtrК ТК РШХurТХШr ХК МКpătuХ ХuТ, МООК МО ьЧsОКmЧă Мă КrО ХШМ 
МШmpОЧsКrОК pКr ТКХă К ЯКМКЧ ОХШr НО PЛ. DОШКrОМО ьЧ МrТstКХОХО 
ЧОНШpКtО Чu К ПШst ШЛsОrЯКtă НТstrТЛu ТК PЛ НО-a lungul lingoului, 
МШЧsТНОrăm Мă ОбТstă ТЧПХuОЧ К CН, inclusiv doparea cu Ga. 

 CКХМuХОХО pШгТ ТОТ ЧТЯОХuХuТ FОrmТ КrКtă Мă Мu ЯКrТК ТК 
temperaturii РКгuХ ОХОМtrШЧТМ sО trКЧsПШrmă НТЧ stКrОК НОРОЧОrКtă (ХК 
tОmpОrКturТ УШКsО) ьЧ stКrОК ЧОНОРОЧОrКtă (ХК tОmpОrКturТ ridicate). 
Pentru cristalul Pb0,9Cd0,1Te:Ga<0,5> НО tТp Ч К ПШst МКХМuХКtă ОЧОrРТК 
НО КМtТЯКrО, МКrО МШrОХОКгă Мu ЛКЧНК ТЧtОrгТsă Т ОstО ∆EР = 0,16 ОV.  
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